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１．概要（Summary） 

自己整合四端子(4T)平面型メタルダブルゲート低温 

poly-Si TFT から成る CMOS インバータをガラス上に

作製した。制御電極を用いて TFT の Vthを制御すること

によって、Vdd = 1.0 Vで良好な CMOS インバータの特

性が得られた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

【実験方法】 

CMOS インバータは隣接する n-ch と p-ch の 4T 

poly-Si TFT から作製されており、CMOS プロセスは過

去の個別 4T TFT のプロセス(1)とほぼ同様である。ゲー

ト長は n-ch と p-ch TFT 共に 5 µm である。 ゲート

幅は n-ch TFTが 5 µm、 p-ch TFTが 15 µmである。

チャネル poly-Si は、CLC 法により作製された。ゲート

絶縁膜は、プラズマ CVD によって成長された SiO2を用

いており、その膜厚は TGが 50 nm、BGが 150 nmであ

る。 ソース・ドレイン領域は n-ch と p-ch TFT に対し、

それぞれリンあるいはBF2のイオン注入を利用して作製さ

れた。図 1(a)は CMOS インバータの回路図を示している。

TFT の BG を制御ゲートとして利用しており、n-ch TFT 

の制御電圧を VCGn、p-ch TFT の制御電圧を VCGp で

表現している。この回路を用いて CMOS インバータの特

性を測定した。  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1(b)は CMOS インバータを構成する n-ch と p-ch 

TFT のトランスファ特性を示している。制御電圧が VCGn 

= VCGp = 0 V のとき、n-ch と p-ch の Vthは−3.5 V付

近にあるが（図中記述なし）、 制御電圧が VCGn=−9.5 V、

VCGp=−7.6 V のとき、n-ch と p-ch の Vth は 0 V 付

近にあることが確認できる。すなわち、負の制御電圧によ

って n-ch と p-ch TFTの Vthを 0 V付近に制御すること

が可能である。図 1(c) は制御電圧が VCGn =−9.5 V、

VCGp=−7.6 V のときのCMOSインバータの特性を示して

いる。電源電圧は Vdd =1.0 Vである。この CMOS インバ

ータの特性は high から low への遷移が 0.5V で起こる

良好な特性である。 
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Fig. 1 (a) Circuit diagram. (b) Transfer characteristics of 

TFT. (c) Characteristics of CMOS inverter. 


